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摘要(译)

本发明公开了一种微发光二极管的转移方法、制造方法、装置和电子设
备。该用于微发光二极管转移的方法包括：在激光透明的原始衬底上形
成微发光二极管；在接收衬底上设置各向异性导电层；使微发光二极管
与接收衬底上的各向异性导电层接触；从原始衬底侧用激光照射原始衬
底，以从原始衬底剥离微发光二极管；以及对各向异性导电层进行处
理，使得微发光二极管与接收衬底上的接垫电连接。
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